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はじめに スパッタリング法による InN 層の成長においても、成長させる下地の違いによって、

結晶性や表面形態が大きく異なることが解ってきた。例えば、成長温度 400℃においては、Al2O3

基板に直接成長するよりも ZnO テンプレート上に成長した方が、結晶の配向性が優れていること

が解った。そこで今回は、GaN/Al2O3(0001)テンプレート上に InN 層を成長させたので、その結果

について報告する。 

 

実験方法及び結果 InN 層の成長は、UHV 高周波マグネトロンスパッタリング装置を用いて行っ

た。基板には Al2O3(0001)及び GaN/Al2O3(0001)テンプレートを使用し、原料には In(6-N)ターゲッ

トと N2(6-N)ガスを用いた。図 1 に InN 層の(0002)面における XRC を、図 2 に InN 層の AFM 像を

示す。GaN/Al2O3(0001)テンプレート上に成長した方が、XRC のピーク幅が狭く、表面も比較的平

坦であることが解る。尚、詳細は当日報告する予定である。 
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               (a) InN/ Al2O3                    (b) InN/ GaN/ Al2O3 

図 1. InN 層の(0002)面における XRC 

         

             (a) InN/ Al2O3                 (b) InN/ GaN/ Al2O3 

図 2. InN 層の AFM 像 
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